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Inventia se referda la domeniul fizicii semi- 5 carbon contine pentahidrat de tetraclorurd de staniu
conductoarelor si poate fi utilizata pentru fabricarea SnCly-5H,0 si apa in urmatorul raport:
sensorilor de gaz in baza peliculelor subtiri. SnCl,-5H,0 61,25 ... 78,75 g/l
Compozitia pentru obtinerea peliculelor subtiri api restul.
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Descriere:

Inventia se refera la domeniul fizicii semiconductoarelor si poate fi utilizata pentru fabricarea
senzorilor de gaz in baza peliculelor subtiri.

Este cunoscuta compozitia [1] pentru obtinerea peliculelor de SnO, prin metoda pirolizei, care
prevede pulverizarea solutiei pe substratul incalzit pand la temperatura de 480...500°C, care contine
SnCly-5H,0, SbCl;3-3H,0 si alcool etilic in urmatorul raport de masa al componentilor:

SnCl,-5H,0 828,9 g/l
SbCl;-3H,0 8,3 g/l
C,Hs;OH restul.

Dezavantajul acestei compozitii constd In aceea ca solutia alcoolica utilizatd la reactiile de
pirolizd actioneaza ca reducator activ, conditionand inrdutitirea stehiometriei compozitiei
peliculelor de SnO,, marirea fractiunilor SnO si Sn in pelicule care in cele din urma reduc rezistenta
peliculelor de SnO,. In afari de aceasta, compozitia contine adaosul de dopare SbCls, care de
asemenea micsoreaza rezistenta peliculelor de SnO,. Rezistenta maxima a peliculelor obtinute prin
piroliza acestei solutii nu depaseste (3...5)-10° Q la temperatura camerei, iar la temperaturile de
functionare a senzorilor de gaz (250...500°C) rezistenta lor va fi cu doud ordine mai micd. Aceste
pelicule practic nu poseda sensibilitate la gaz. Un alt dezavantaj este conditionat de aceea ca
pulverizarea solutiei se efectueazd pe o placa cu cipuri ale senzorilor de gaz definitiv formati prin
metodele tehnologiei microelectronice, atunci temperaturile atat de inalte de piroliza vor contribui
la accelerarea proceselor de degradare in cipuri, la reducerea soliditatii si durabilitatii lor si la
cresterea energiel consumate, care respectiv va majora cheltuielile efectuate la realizarea
procedeului.

Mai apropriata dupa esenta si rezultatul obtinut este compozitia [2], ce contine:

apd 80 ml.

Neajunsul acestei solutii consta in aceea ca staniul aflat in solutie In exces (1,07 M) conduce la
formarea peliculelor subtiri cu rezistenta si sensibilitatea la gaz insuficiente.

Problema pe care o solutioneazd inventia datd constd in elaborarea unei compozitii pentru
obtinerea la temperaturi mai reduse a peliculelor subtiri de SnO, cu sensibilitate fnalta la CO.

Esenta inventiei constd in aceea ca compozitia pentru obtinerea peliculelor subtiri de dioxid de
staniu cu sensibilitate 1naltd la oxid de carbon contine pentahidrat de tetraclorurad de staniu
SnCly-5H,0 si apa in urmatorul raport:

SnCl,-5H,0 61,25 ... 78,75 g/l
apa restul.

Compozitia revendicatd permite obtinerea peliculelor de SnO, sensitive la gaz la temperatura
de 400°C, prin aceasta, reducAndu-se consumul de curent electric si pretul de cost al senzorilor. in
acelasi timp, se perfectioneazd stehiometria compozitiei peliculelor de SnO,, creste rezistenta lor
pana la 10%...107 Q si sensibilitatea S=R;e/Rgq, pentru 0,1% vol. CO 1n aer pana la 9,5...12 unitati
relative. Deoarece nu a fost efectuat tratamentul termic al peliculelor de SnO, dupd depunerea
acestora, a fost exclusa influenta negativa a temperaturii Inalte asupra cipurilor senzorilor de gaz,
ceea ce mareste fiabilitatea si durabilitatea lor.

Acest rezultat este conditionat de faptul cd staniul se contine in cantitti relativ mai mici, iar
reactia pirogenetica SnCly + 2H,0 — SnO, + 4HCIT la temperatura de 380...400°C decurge mai
complet si asigura stehiometria compozitiei a peliculelor subtiri de SnO,.

Exemple de realizare a inventiei

Exemplul 1. in apa distilatd la temperatura camerei se dizolvd SnCly-5H,0 in cantitate de 61,25
g/l. Apoi 1 ml de solutie omogenizatd se pulverizeaza pe substratul dielectric incalzit pana la
temperatura de 400°C, obtinandu-se pelicule de SnO, cu grosimea de 80...100 nm, rezistenta de
10°...107 Q si sensibilitatea raportatd la 0,1% vol. de CO in aer la nivelul de 9,5...10,5 unitati
relative.

Exemplul 2. in apa distilatd la temperatura camerei se dizolvd SnCly-5H,0 in cantitate de 70,00
g/l. Apoi 1 ml de solutie omogenizatd se pulverizeaza pe substratul dielectric incalzit pana la
temperatura de 400°C, obtinandu-se pelicule de SnO, cu grosimea de 80...100 nm, rezistenta de
10%...107 Q si sensibilitatea raportata la 0,1% vol. de CO 1n aer la nivelul 10...12 unitati relative.

Exemplul 3. in apa distilatd la temperatura camerei se dizolvd SnCly-5H,0 in cantitate de 78,75
g/l. Apoi 1 ml de solutie omogenizatd se pulverizeaza pe substratul dielectric incalzit pana la
temperatura de 400°C, obtinandu-se pelicule de SnO, cu grosimea de 80...100 nm, rezistenta de
10%...107 Q si sensibilitatea raportata la 0,1% vol. de CO 1n aer la nivelul de 9...11 unitati relative.
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(57) Revendicare:

Compozitie pentru obtinerea peliculelor subtiri de dioxid de staniu cu sensibilitate inalta la
oxid de carbon, care include pentahidrat de tetraclorura de staniu SnCly-5H,O si apa, caracterizat
prin aceea ca SnCl,;-5H,O si apa sunt luate in urmatorul raport:

SnCly-5H,0 61,25 ...78,75 g/l
apa restul.
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